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１．概要（Summary） 

本研究で開発している静電型MEMS振動発電素子の

製作では、CMOS 技術である LOCOS 工程を用いること

で、選択的に永久電荷（エレクトレット）を基板上の一部に

配置している。このため、製作工程初期段階においてシリ

コン窒化膜（SiN）を基板表面に成膜する必要がある。今

回、東北大学のナノテク融合技術支援センターの設備を

利用して、SiNの成膜工程を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

LPCVD(SiN) 

【実験方法】 

本工程では、デバイス層 300, 400 µm、BOX層 5 µm、

ハンドル層 500 µmの厚みを持つ 2種類の SOI基板に

SiN膜の成膜を行う。SOI基板は 6インチの大きさである。

SiN成膜条件を下記に示す。 

ガス種（ガス流量）: 

・SiH2Cl2（40 sccm） 

・NH3（400 sccm）  

圧力: 40 Pa 

成膜時間: 54分 

SiN 膜厚は 200 nm を狙い成膜を行った。デバイス層

300 µmの SOI基板は 10枚、400 µmの基板も 10枚あ

り、基板毎の SiN 膜厚バラツキを可能な限り小さくするた

め 2バッチに分けて SiN膜の成膜工程を行った。成膜後

は膜厚を干渉膜厚計により測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜後の SOI 基板表面の干渉色バラツキは小さいよう

に見えることから、面内で SiN 膜厚は均一と予想すること

ができる。実際に干渉膜厚計を使用し SiN 膜厚を測定し

た。Fig. 1に 6インチ基板内の測定点を示し、5点計測に

よる SiN膜厚の実測値を示す。これより、SiN膜厚は 2バ

ッチ共に 180 nm〜210 nmであり、膜厚設計値に近い成

膜に成功した。さらに面内バラツキも膜厚平均値から±10 

nm 以下となり、基板内で均一な成膜に成功したと言え

る。 

本工程後は、SiN を成膜した SOI 基板を用い MEMS

振動発電素子の製作工程を進める。 

 

 

測定点
端に配置したSOI基板
（ ガス流⼊側） （ Å）

中央に配置したSOI基板
（ Å）

1 1881 2101

2 1819 2008

3 1849 1945

4 1878 2015

5 1861 2022
 

Fig. 1 Sampling points for SiN film thickness 

measurement. 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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業（グラント番号 JPMJCR15Q4）の支援を受けていま
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